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前言

　　当今世界，科学技术日新月异，知识经济方兴未艾，综合国力竞争日趋激烈。
面对日益激烈的国际竞争，立足国情，我国只能走建设创新型国家的发展道路，把提高自主创新能力
作为调整经济结构、转变增长方式、提高国家竞争力的中心环节。
而科技和人才，特别是创新人才是建设创新型国家和提高自主创新能力的关键。
实施科教兴国、人才强国战略，建设创新型国家，构建社会主义和谐社会，高等学校肩负着重大历史
使命。
教育大计，人才为本。
人才问题，始终是高等学校改革与发展的核心问题和头等大事。
加快建设高等学校高层次人才队伍，努力培养和造就一批在国际上有重要影响的学术大师、战略科学
家和学科带头人，是发展我国高等教育事业的必然要求，也是关系社会主义现代化建设全局的重要任
务。
　　为贯彻落实科教兴国和人才强国战略，推进我国高等学校高层次人才队伍建设，教育部与香港李
嘉诚基金会于1998年共同启动了“长江学者奖励计划”。
该计划自实施以来，在党和国家领导人的高度重视和关心下，在国家财政等有关部门、高等学校和社
会各界的大力支持下，取得了显著成效，在海内外引起了强烈反响。
诺贝尔物理学奖获得者杨振宁评价“长江学者奖励计划”是“一个非常了不起的壮举”，“是20世纪
末21世纪初中国实施科教兴国战略的一个非常重要的环节”。
　　长江学者群英荟萃、硕果累累。
“长江学者奖励计划”的实施吸引、汇聚和造就了一大批优秀拔尖人才。
目前全国88所高等学校聘任727位长江学者，先后有6位优秀学者获得“长江学者成就奖”，31位长江
学者被聘为“973”首席科学家，24位长江学者当选为中国科学院、中国工程院院士。
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内容概要

　　《半导体集成电路制造技术》主要讲述半导体集成电路的制造技术，既有基本原理和工艺技术的
阐述，也有国内外近期发展状况的介绍。
《半导体集成电路制造技术》根据半导体集成电路的基本原理和内部结构以及版图设计，通过半导体
材料制备、化学清洗、薄膜沉积、NP掺杂、光刻、金属化处理、生产整合与自动化等工艺整合，讲解
集成电路的制造技术。
《半导体集成电路制造技术》可作为高等院校微电子学和半导体专业本科生的教材，也可供有关专业
本科生、研究生及工程技术人员阅读参考。
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教授，长江学者，优秀留学回国人员。
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1997—2001年任日本科技厅无机材质研究所先端机能材料研究中心高级科学家，2001年以来任上海交
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章节摘录

　　在一片硅片上可以同时制作几十甚至上百个特定的芯片。
在一片硅片上芯片数的不同取决于产品的类型和每个芯片的尺寸。
芯片尺寸的改变取决于在一个芯片上电路的集成水平。
　　硅片的直径多年来一直在增大，从最初的不到1英寸到现在常用的8英寸，目前正在向12英寸转变
。
如果能在一片硅片上集成更多的芯片，则制造集成电路的成本会大幅度降低。
　　半导体器件制作在硅片表面仅几微米的薄层上。
在工艺加工过程中，硅片厚度仅决定所提供硅片的强度。
一旦器件在硅片上制作完毕，硅片上的金属线路层将负责芯片与外电路各种电信号之间的互连。
　　早期的硅片制造厂很简单，在整个生产中都是手工处理硅片。
随着硅片集成度的提高，对硅片制造厂的净化水平的要求显著提高。
可能损坏硅片和引起它们不能正常工作的玷污来自许多方面：人体、材料、水、空气及设备。
现代硅片制造厂已经有专门提供净化制造环境的设施和专用设备，以生产具有最小玷污的硅片。
这包括限制人体裸露、超纯化学材料和容器以及在甚大规模集成电路时代制造集成电路需要的专用硅
片传送工具。
　　在硅片制造厂，硅片的生产需要2～3个月的工艺流程，完成450道或更多的工艺步骤。
在制造工艺末端，单个芯片将从整块硅片上进行分割，然后封装成最终产品。
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